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ПОБЛИЗУ ПЕРЕХОДУ НАПІВМЕТАЛ-НАПІВПРОВІДНИК 
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Національний технічний університет  
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Тверді розчини Bi1-xSbx між напівметалами вісмутом і сурмою відомі як 

найкращі низькотемпературні термоелектричні матеріали за температур < 200 К 

Необмежена розчинність у твердому стані і висока чутливість зонної структури 

до зовнішніх чинників (складу, температури, тощо) дозволяють вивчати вплив 

складу на електронний спектр і термоелектричні властивості Bi1-xSbx [1]. 

Відомо, що тверді розчини Bi1-xSbx при концентраціях сурми х = 0.06 – 0.22 

являють собою вузькозонні напівпровідники, в яких за концентрацій х ~ 0.06 – 

0.07 відбувається перехід від напівметалічних сплавів до непрямозонних 

напівпровідників, а при х ~ 0.08 – 0.09 – перехід непрямозонний - прямозонний 

напівпровідник [2]. Можна очікувати, що подібна зміна зонної структури зі 

складом Bi1-xSbx буде проявлятися на концентраційних залежностях кінетичних 

властивостей. Раніше [3], поблизу х ~ 0.06 – 0.07, було виявлено аномальну 

ділянку на ізотермах механічних і термоелектричних властивостей. Однак ці 

дослідження проводилися з кроком по концентрації Δх > 0.01, що не дозволило 

виявити наявність двох концентраційних ділянок. 

Мета роботи – детально дослідити залежності від складу твердих 

розчинів Bi1-xSbx коефіцієнта Зеєбека S і електропровідності σ в інтервалі 

концентрацій х = 0.045 – 0.095 (Δх = 0.0025 – 0.005). Об’єкти дослідження – 

полікристалічні злитки Bi1-xSbx, що були отримані сплавленням Bi і Sb у 

вакуумованих кварцових ампулах, гартуванням на повітрі з подальшим 

відпалом при 520 К протягом 720 годин. Вимірювання σ проведено 

чотирьохзондовим методом, а S -- компенсаційним методом відносно Cu 

електродів за кімнатної температури. 

Підтверджено аномальну поведінку термоелектричних властивостей 

Bi1-xSbx (різкий зріст σ та зменшення S) поблизу переходу напівметал - 

непрямозонний напівпровідник при х ~ 0.065 – 0.07. Вперше на залежності σ(х) 

виявлено збільшення σ у інтервалі концентрацій х ~ 0.075 – 0.085. Складний 

характер залежності σ(х) пов’язується з послідовною реалізацією електронних 

фазових переходів напівметал-непрямозонний напівпровідник і непрямозонний 

- прямозонний напівпровідник. 
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